NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

BF 253
BF 254
BF 255

BF 253, BF 254 and BF 2565 transistors are intended
for AM and AM/FM radio receivers :

— BF 253 and BF 264 for use in AM/FM IF ampli-
fiers and for input stages in long, medium and short
waves bands.

— BF 255 for amplifier and converter input stages in
FM broadcasr band.

Las transistors BF 253, BF 254 et BF 255 sont destinés aux
récepteurs de radio AM et AM/FM .

— BF 253 et BF 254 pour I'emploi en amplificateur FI1 AM/
FM st dans les dtages d‘entrée en ondes courtes, moyennes et
longues.

— BF 258, les dtages d’antrdée ampli et convertisseur dnas la
bande FM.

VeEo 30V
; { 300 MHz  BF 253,BF 254
T 260 MHz BF 255
—C1ze 0,7 pF
4dB a 100 MHz
F 1,2dB a4 1 MHz
15dB a 200 MHz

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté  CB-76 derniéres pages
Ftot
(mw}

0,3

c
LN &
0.1 N Bottom view
\ Vue de dessous
Weight : 0,3 g.
o 50 100 180 T, (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T . . .+25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collacrauhbasag VCBO 30 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur VCEO 30 v
Emitter-base voltage
Tension dmamw»buge Vego 5 \%
Collector current
Courant collecteur fc 30 mA
Base current
Courant base IB 1 mA
Power dissipation
Dissipation de puisssnce Ptot 300 mw
Junction temperature T. "
Température de jonction } 125 °C
Storage temperature min, T —65 °C
Température de stockage max stg +125 oC
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BF 253, BF 254, BF 255

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current _
Courant résidusl collecteur-bass VCBO— v 'CBO 100 nA
Collector-base breakdown voltage lc =104A
Tension de claquage collecteur-base IE =0 V(BR ICBO 30 v
. le = 10uA
Emitter-base breakdown voltage E vV
Tension de claquage émetteur-base IC =0 (BR)EBO 5 M
Collector-emitter breakdown voltage Ic =2mA Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 (BR)CEO 30 v
Base-emitter voltage VCE= v
Tension base-émetteur |C = 1TmA VBE 065 07 074 v
Static forward current transfer ratio Veg= 10V h BF 253 (1} 40 350
Valeur statique du rapport de transfert | 1mA 21E BF 254 67 225
direct du courant c = BE 255 35 125
BF 253-2 40 —» 70
_— BF 253-3 60 —»100
NOTE 1 : BF 253 grouped in five class of hotE BF 253-4 {h21 E 90 —w 150
Les BF 253 sont groupés en 5 classes de hZIE BF 2535 140 —» 220
BF 253-6 200 —»350
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vep= 10V
Transition frequency ICCE— 1mA fr BF 254 300 MHz
Fréquence de transiti =
ransition & _ 100 MHz BF 255 250 MHz
Feedback capacitance VcE= v _
Capacité de réaction Ilc =1mA Ci2e 07 pF
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BF 253, BF 254, BF 255

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
VCE= v
| =1mA
C
f _ 200 kHz BF 254 15 dB
RG = 500 2
VCE= oV
Noise figure Ic = 1mA
Facteur de bruit f = 1 MHz F BF 254 1.2 a8
Rg = 600
VCE= v
lc =1mA BF 255 a dB
f = 100 MHz
RG =100Q
Vee= LAY
'C = 1mA 3 B
£ = 200kHz BF 254
Conversion noise factor RG = 15000 F
Facteur de bruit de conversion v 10V [
CE™
1 = 1mA
C
f - 1 MHz BF 254 2 dB
RG =82002
Vep= 10V
Input admittance | CE_ 1 mA 911b BF 255 32 mS
Admittance d’entrée c -
f = 100 MHz
Vo= 10V
CE
Input susceptance - —b S
Susceptance d’entrée 'C 1 mA 11b : BF 255 2 m
f = 100MHz
Vep= 10V
R CE=
Input capacitance Ic =1mA —11p BF 255 3 pF
Capacité d'entrée
f = 100 MHz
Vep= 10V
. CE=
Transfer admittance
Admittance de transfert lC = TmA |Y21b| BF 255 32 mS
f = 100 MHz
Vegp= 10V
Phase angle of transfer admittance \ CE 1mA @ BF 256 150 °
Angle de phase de I'admittance de transfert c = m 21b
f = 100 MHz
Vep= 10V
Output conductance ) CE 1mA 9921 BF 255 80 uS
Conductance de sortie c ='m
f =100 MHz
Qutput susceptance IVCE= :0\1\ b. BF 255 700 S
Susceptance de sortie c ='m 22b us
f =100 MHz
3/7
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BF 253, BF 254, BF 255

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. Veg= 10V
Output capacitance lc =1mA Cazp BF 255 1,2 pF
Capacité de sortie
f = 100MHz
Veg= 10V BF 253 0,3 m$
lc =1mA BF 254 0,35 mS
Input conductance f =500kHz 9116 BF 255 0,55 mS
Conductance d'sntrée VCE= 10V BF 253 0,4 ms
lg =1mA BF 254 0,4 mS
f =10MHz BF 255 0,6 m$S
Veg= 10V BF 253 4 us
lc =1mA BF 254 4 us
Output conductance f =500kHz %26 BF 255 2 uS
Conductance de sortie VCE= 0V BF 253 6 uS
lc =1mA BF 254 6 us
f =10MHz BF 255 3 us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermai resistance Rop s
Rési hermique (joncti jante) th{j-a) 350 °C/W
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BF 253, BF 254, BF 255

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES
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BF 253, BF 254, BF 255

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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BF 253, BF 254, BF 255

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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